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Telefunken Transistor BSY55 Datasheet

BSY 55 - BSY 56

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: HF-Verstarker und schnelle Schalter

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung & Verlustleistung 3 W

Abmessungen in mm

LA WES W 05

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehduse
S5C3DIN #1873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

tEEE]

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ueng 120
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Urean 80
Ermiller-Basis-Sparrspannung Uepn T
Kollektorstrom I 500 s,
Gesamiverlustleistung
Tamp = 45°C Piat 800 m
Teane = 45°C Phat 2.7 W
Tease = 260 Prai 3 W
Spearrschichttempearatur T 200 G
Lagerungstemperalurbareich Tasg -65..+200 o
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umngebung Riynan 200 KW
Sperrschicht-Gehiuse Rinic 5B KW
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Kenngrofien Min. Typ. Max.
Tamb ™ 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorrasisirom
Upg =80V leqn ' 10 na
Ueg ™ 90V, Tymp = 150°C leno ! 10 pA
Emitterraststrom
Ve =35V fego 10 A
Kollektor-Basis-Durchbruchspannumng
le = 1k Ugpycen 120 )
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 30 m#a Ugeycen ' a0 W
Emiitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 10 i Uipmepo 7 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Io = 150 mA, fy = 15 mA Ul a 600 my
Basis-Sattigungsspannung
Jo= 150 mA, lg = 15 mA UEsst 13 v
Kolektor-Basis-Gleichstromverhilinis
Ueg =10V, lz= 0.1 mA BEY 55 =3 20
BSY 56 e 35
Uee =10V, lc= 1mA BSY 55 e B0
BSY 56 hire 120
Upg =10V, lc= 10 mA BSY 55 hee 35
BSY 56 hrg 75
Upg = 10V, Iz = 150 mA BSY 55 hgg ' 40 120
BSY 56 hpe ™" 100 300
Upg = 10V, iz = 500 maA BSY 55 hee ! 20
BSY 58 freg as
Transitfrequenz
Ueg™= 10V, Ic = 50 mA, f = 50 MHz fr 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ueg =10V, f=1MHz Ceopo 15 pF
Schaltzeiten
I = 150 mA, gy = ~lgz = 15 mA, f_ = 40 1,
Tarin = 25°C
Einschaltzeit fon 100 ne
Ausschaltzeit Lon 350 ns
. f
' AQIL = 0.85 %, P AGIL =25 %, “T" - 001, 1, =0.3ms
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BSY 55 - BSY 56
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